“ m v ¢ Silizium-npn-Plancr-Transistor
im fir rouscharme Vor- und
Treiberstufen bei U stemperaturen

fa von -40 *C bis 4-100°C

Abmessungen: Plastgeh&use
Masse ca. 0,1 g
Zuldssige Héchstwerte glltig bis fymax
Ucso = 20V [ = 10 mA
Uceo = 15V Piot = 200 mW
Uso = 5V bei #s = 25 °C
Ic = 100 mA & = 125 oC
s = 100 oC

Wérmewiderstond ged
Rnh < 035 W

Kennwerte fiir #a == 25°C =5 grd

| Min. Typ ‘ Mox, ‘ MeBbedingungen ﬁ::amv
| | SPpen o

Reststrome

icso | '1nA |100nA |Ucs =20V

leBo 1 1 nA 1pA 'Uss =5V

Durchbruchspannungen

U(er)ceo | oV L le = 100 yA

U(er)ceo 20 V oV Ic = 10 uA

U(lu}nnl 5V 8V Ie = 10 A |

Séttigungsspannung

UcEsat l 035V 05V ' Ic = 10 mA, lg = 1 mA

UBEsat 085V |11V |lc =10 mA, la = 1 mA

Bosis-Emitter-Spannung

Use 073V 085V |UcE=6V,Ic = 10mA |

Stromverstdrkung

B 20 | 70 ' Uce = 6V, Ic = 10 mA '

h2te | 28 )| Uce=6V,lc = 2 mA 1 b
| S6 140 f = 1 kHz | e
| 112 280 d

m ! 560 ! e

| 450 1120 f




Min. |Typ | Mox. | MeBbedingungen | e
Ubergangsfrequenz
fr 300 MHz| ' Uce = 6 V, Ic = 10 mA, |
f = 100 MH2
Raouschiaktor
F 56dB 8 dB Uce = 6 V, Ic = 100 uA,
R = 500 Q, Jf = 850 Mz,
f = 1 kHz
Vierpolparameter
hi1 14 k2 |23 K2 | | Uce = 6 V, Ic = 2 mA,
' | f = 1 kHz
h2 3810+ | 9.5.10+
ha1 29 |
hee 8 uS |80 uS |
Bestelibeispiel fiir einen Transistor Transistor SC 207 §
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